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当ミニマルファブにおける PZT 膜の評価およびカンチ

レバー試作における下地用に Pt,Ti を、そして層間絶縁

膜用に SiO2を成膜するためにスパッタ装置を利用した。 

１．概要（Summary） 

 
２．実験（Experimental） 

 スパッタ装置 
使用した装置 

・Pt(200nm)/Ti(30nm、200℃加熱) 
・SiO2 

 

ハーフインチウエーハに熱酸化膜を形成した上層に Ti
膜を 30 nm と Pt 膜 200 nm を 200℃加熱にて形成（Fig．
1）。その Pt/Ti/SiO2/Si 積層基板を用いて、塗布法にて

PZT 膜(250nm）を形成した。その後、焼成温度（550～
650℃）と昇温速度（1.7～60℃/sec）を変化させたPZT膜

を作製し結晶の配向性について評価を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

その結果、焼成温度と昇温速度で PZT 膜の配向性に

違いがあることがわかった。Fig.2 に昇温速度に対する配

向性について示す。昇温速度を高くすると（100）配向の

正方晶と(１１１)配向の菱面体晶の PZT 膜が得られること

がわかった。 
 
また、カンチレバーの試作も並行して行い、Ti 30nm 

と Pt 200nm を下部と上部電極用に成膜、電極間の層

間絶縁膜用として SiO2スパッタ膜を形成した。 
完成後のカンチレバーの電気特性を測定し、今後の焼

成条件の方向性について検討することができた。 
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Fig.1 Photograph of PZT film on the Pt 
and Ti film. 
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Fig.2 XRD patterns of PZT films showing the effect 
of temperature rising rate. 


